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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】平成29年11月16日(2017.11.16)

【公開番号】特開2016-145414(P2016-145414A)
【公開日】平成28年8月12日(2016.8.12)
【年通号数】公開・登録公報2016-048
【出願番号】特願2016-2649(P2016-2649)
【国際特許分類】
   Ｂ２２Ｆ   9/24     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ  12/00     (2006.01)
   Ｂ２２Ｆ   1/00     (2006.01)
   Ｂ２２Ｆ   3/00     (2006.01)
   Ｈ０１Ｆ   1/06     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ２２Ｆ    9/24     　　　Ａ
   Ｃ２２Ｃ   12/00     　　　　
   Ｂ２２Ｆ    1/00     　　　Ｙ
   Ｂ２２Ｆ    3/00     　　　Ｆ
   Ｈ０１Ｆ    1/06     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成29年10月2日(2017.10.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＭｎＢｉナノ粒子を合成するための方法であって、
　式：Ｍｎ０・Ｘｙ・Ｌｚ　　　　
　（式中、Ｍｎ０は、ゼロ価マンガンであり、Ｘは、水素化物分子であり、Ｌは、ニトリ
ル化合物であり、ｙは、ゼロより大きい整数または分数であり、ｚは、ゼロより大きい整
数または分数である）
　で表される錯体に陽イオン性ビスマスを添加するステップを含み、
　ＭｎＢｉナノ粒子を形成するステップを含む、方法。
【請求項２】
　前記ニトリル化合物は、ウンデシルシアン化物である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記錯体を遊離界面活性剤と接触させるステップをさらに含む、請求項１に記載の方法
。
【請求項４】
　前記添加ステップおよび前記接触ステップは、同時に行われる、請求項３に記載の方法
。
【請求項５】
　前記陽イオン性ビスマスは、ビスマス塩の一部として存在し、
　前記ビスマス塩は、アシル陰イオンを有する、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記アシル陰イオンは、ネオデカン酸基である、請求項５に記載の方法。
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【請求項７】
　前記水素化物分子は、水素化ホウ素である、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記水素化物分子は、水素化ホウ素リチウムである、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　バルクＭｎＢｉ磁石を形成するためのプロセスであって、
　ＭｎＢｉナノ粒子の試料に高温および高圧を同時に適用するステップを備え、
　前記ＭｎＢｉナノ粒子は、式：Ｍｎ０・Ｘｙ・Ｌｚ

　（式中、Ｍｎ０は、ゼロ価マンガンであり、Ｘは、水素化物分子であり、Ｌは、ニトリ
ル化合物であり、ｙは、ゼロより大きい整数または分数であり、ｚは、ゼロより大きい整
数または分数である）
　で表される錯体に陽イオン性ビスマスを添加することにより、ＭｎＢｉナノ粒子を形成
するステップを含む方法によって合成される、プロセス。
【請求項１０】
　前記高温は、１００～２００℃の範囲にあり、
　前記高圧は、１０～１００ＭＰａの範囲にある、請求項９に記載のプロセス。
【請求項１１】
　前記高温は、約１５０℃であり、前記高圧は、約４０ＭＰａであり、
　前記適用ステップは、約６時間行われる、請求項９に記載のプロセス。
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